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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力する半導体検査装置で
あって、
　第１基板と、弾性変形可能な接合部を介して前記第１基板と接合された第２基板と、を
有し、
　前記第１基板は、
　前記第１基板を貫通して形成された貫通孔の一端を弾性変形可能な樹脂で封止し、前記
第２基板側に開口する凹部と、
　前記凹部の内側面に形成された配線と、
　該配線と電気的に接続される配線パターンと、
　前記凹部内に収容され、前記配線と接触して導通している導電性ボールと、を備え、
　前記第２基板は、
　一方の面に、前記第１基板の前記凹部に対応する位置に形成され、一端が前記導電性ボ
ールと接触して導通する導電性の第１突起部と、
　他方の面に、前記第２基板を貫通する貫通電極を介して、前記第１突起部と電気的に接
続される導電性の第２突起部と、を備えていることを特徴とする半導体検査装置。
【請求項２】
　検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力する半導体検査装置で
あって、
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　第１基板と、弾性変形可能な接合部を介して前記第１基板と接合された第２基板と、を
有し、
　前記第１基板は、
　前記第１基板を貫通せずに前記第２基板側に開口し、内底面に弾性変形可能な樹脂が配
置されている凹部と、
　前記凹部の内側面に形成された配線と、該配線と電気的に接続される配線パターンと、
　前記凹部内に収容され前記配線と接触して導通している導電性ボールと、を備え、
　前記第２基板は、
　一方の面に、前記第１基板の前記凹部に対応する位置に形成され、一端が前記導電性ボ
ールと接触して導通する導電性の第１突起部と、
　他方の面に、前記第２基板を貫通する貫通電極を介して、前記第１突起部と電気的に接
続される導電性の第２突起部と、を備えていることを特徴とする半導体検査装置。
【請求項３】
　前記導電性ボールは可動できる状態で複数個収容されており、各導電性ボールは他の導
電性ボールと接触し、何れかの導電性ボールが前記凹部の内側面に形成された前記配線と
接触して導通していることを特徴とする請求項１又は２記載の半導体検査装置。
【請求項４】
　前記第１突起部の前記凹部側の端部は、前記凹部内に入り込み、前記凹部内に収容され
た前記導電性ボールと接触し導通している請求項１乃至３の何れか一項記載の半導体検査
装置。
【請求項５】
　前記第２突起部が前記半導体装置の電極パッドと接触すると、前記接合部が弾性変形し
、前記第２基板と前記半導体装置との平行度を自動調整する請求項１乃至４の何れか一項
記載の半導体検査装置。
【請求項６】
　前記第１基板及び前記第２基板は、シリコンからなる基板本体を有することを特徴とす
る請求項１乃至５の何れか一項記載の半導体検査装置。
【請求項７】
　前記接合部は、シリコン樹脂であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項記載
の半導体検査装置。
【請求項８】
　検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力する半導体検査装置の
製造方法であって、
　第１基板を製造する第１工程と、第２基板を製造する第２工程と、弾性変形可能な接合
部を介して前記第１基板と前記第２基板とを接合する第３工程と、を有し、
　前記第１工程は、
　前記第１基板の基板本体を貫通する貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔の一端を弾性変形可能な樹脂で封止し、前記第１基板の基板本体に凹部を形
成する工程と、
　前記凹部の内側面に配線を形成する工程と、を備え、
　前記第２工程は、
　前記第２基板の基板本体を貫通する貫通電極を形成する工程と、
　前記第２基板の基板本体の一方の面の、前記第１基板の前記凹部に対応する位置に、前
記貫通電極と電気的に接続された導電性の第１突起部を形成する工程と、
　前記第２基板の前記基板本体の他方の面に、前記貫通電極を介して、前記第１突起部と
電気的に接続された導電性の第２突起部を形成する工程と、を備え、
　前記第３工程は、
　前記凹部内に前記配線と接触して導通するように導電性ボールを収容する工程と、
　前記第１突起部の一端が前記導電性ボールと接触して導通するように前記接合部を介し
て前記第１基板と前記第２基板とを接合する工程と、を備えることを特徴とする半導体検
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査装置の製造方法。
【請求項９】
　検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力する半導体検査装置の
製造方法であって、
　第１基板を製造する第１工程と、第２基板を製造する第２工程と、弾性変形可能な接合
部を介して前記第１基板と前記第２基板とを接合する第３工程と、を有し、
　前記第１工程は、
　前記第１基板の基板本体に凹部を形成する工程と、
　前記凹部の内底面に弾性変形可能な樹脂を配置する工程と、
　前記凹部の内側面に配線を形成する工程と、を備え、
　前記第２工程は、
　前記第２基板の基板本体を貫通する貫通電極を形成する工程と、
　前記第２基板の基板本体の一方の面の、前記第１基板の前記凹部に対応する位置に、前
記貫通電極と電気的に接続された導電性の第１突起部を形成する工程と、
　前記第２基板の前記基板本体の他方の面に、前記貫通電極を介して、前記第１突起部と
電気的に接続された導電性の第２突起部を形成する工程と、を備え、
　前記第３工程は、
　前記凹部内に前記配線と接触して導通するように導電性ボールを収容する工程と、
　前記第１突起部の一端が前記導電性ボールと接触して導通するように前記接合部を介し
て前記第１基板と前記第２基板とを接合する工程と、を備えることを特徴とする半導体検
査装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力する半導体
検査装置、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体装置の検査工程においては、半導体装置の電極パッドに半導体検査装
置の接触子（プローブ）の先端を直接押し当て、外部の半導体検査システムと半導体装置
とを一時的に電気的に接続することにより、各回路間の導通の良否を判別するプロービン
グ検査、高温中において熱的又は電気的ストレスを回路に付与して不良を加速選別するバ
ーンイン検査、及び最終的に高周波で検査を行う最終検査等の電気的特性の検査が行われ
ていた。
【０００３】
　近年、半導体装置においては、半導体素子の高集積化及び処理信号数の増加によって、
半導体装置に形成される電極パッドの数が増加（多ピン化）するとともに、電極パッドの
狭ピッチ化が進んでいる。これにともない半導体装置の電気的特性の検査に用いる半導体
検査装置の接触子（プローブ）においても多ピン化及び狭ピッチ化が必要となりつつある
。
【０００４】
　電極パッドがペリフェラル配置の比較的ピッチが大きい半導体装置に対しては、半導体
検査装置の接触子（プローブ）として、例えば、タングステン、ニッケル等の硬質のピン
が使用されている。又、電極パッドがエリアアレイ配置で狭ピッチ化された最近の半導体
装置に対しては、半導体検査装置の接触子（プローブ）として、前述の硬質のピンでは対
応できないため、ＭＥＭＳ技術を用いた接触子（プローブ）が検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１７１４８３号公報
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【特許文献２】特開２００２－５９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、電極パッドが多ピン化及び狭ピッチ化された半導体装置に対して、精度
良く接触でき、かつ、低針圧で半導体装置に損傷を与え難い半導体検査装置は実現されて
いない。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、半導体装置の電極パッドに精度良く
接触でき、かつ、半導体装置に損傷を与え難い半導体検査装置を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本半導体検査装置は、検査対象物である半導体装置を検査するための電気信号を入出力
する半導体検査装置であって、第１基板と、弾性変形可能な接合部を介して前記第１基板
と接合された第２基板と、を有し、前記第１基板は、前記第１基板を貫通して形成された
貫通孔の一端を弾性変形可能な樹脂で封止し、前記第２基板側に開口する凹部と、前記凹
部の内側面に形成された配線と、該配線と電気的に接続される配線パターンと、前記凹部
内に収容され、前記配線と接触して導通している導電性ボールと、を備え、前記第２基板
は、一方の面に、前記第１基板の前記凹部に対応する位置に形成され、一端が前記導電性
ボールと接触して導通する導電性の第１突起部と、他方の面に、前記第２基板を貫通する
貫通電極を介して、前記第１突起部と電気的に接続される導電性の第２突起部と、を備え
ていることを要件とする。
【発明の効果】
【００１０】
　開示の技術によれば、半導体装置の電極パッドに精度良く接触でき、かつ、半導体装置
に損傷を与え難い半導体検査装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体検査装置を例示する断面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る半導体検査装置を用いて半導体装置を検査する方法につ
いて説明する図である。
【図３】半導体装置が傾いた場合について説明する図である。
【図４Ａ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その１）で
ある。
【図４Ｂ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その２）で
ある。
【図４Ｃ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その３）で
ある。
【図４Ｄ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その４）で
ある。
【図４Ｅ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その５）で
ある。
【図５Ａ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その６）で
ある。
【図５Ｂ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その７）で
ある。
【図５Ｃ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その８）で
ある。
【図５Ｄ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その９）で
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ある。
【図６Ａ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その１０）
である。
【図６Ｂ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その１１）
である。
【図６Ｃ】第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図（その１２）
である。
【図７】第１の実施の形態の変形例に係る半導体検査装置を例示する断面図である。
【図８】第２の実施の形態に係る半導体検査装置を例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１３】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る半導体検査装置の構造］
　始めに、第１の実施の形態に係る半導体検査装置の構造について説明する。図１は、第
１の実施の形態に係る半導体検査装置を例示する断面図である。図１において、Ｘ方向は
後述する基板本体２１の面２１ａと平行な方向、Ｙ方向はＸ方向に垂直な方向（紙面奥行
き方向）、Ｚ方向はＸ方向及びＹ方向に垂直な方向（基板本体２１の厚さ方向）をそれぞ
れ示している（以降の図においても同様）。
【００１４】
　図１を参照するに、第１の実施の形態に係る半導体検査装置１０は、第１基板２０と、
第２基板３０と、接合部４０とを有し、第１基板２０と第２基板３０とは、接合部４０を
介して固定されている。
【００１５】
　第１基板２０は、基板本体２１と、ビアホール２１ｘと、絶縁層２２と、ビア配線２３
と、配線パターン２４と、ボール支持部２５と、導電性ボール２６とを有する。第２基板
３０は、基板本体３１と、ビアホール３１ｘと、絶縁層３２と、貫通電極３３と、配線パ
ターン３４と、突起バンプ３５と、ポスト３６とを有する。以下、半導体検査装置１０を
構成する第１基板２０、第２基板３０、及び接合部４０について詳説する。
【００１６】
　第１基板２０において、基板本体２１は、配線パターン２４等を形成する基体となる部
分である。基板本体２１の材料としては、シリコン、ガラス、セラミック、絶縁性樹脂（
エポキシ系樹脂等）等を用いることができる。但し、半導体検査装置１０の検査対象物で
ある半導体装置は、シリコン基板を有するものが多いため、熱膨張係数を整合させる観点
から、基板本体２１の材料としては、シリコンやシリコンに熱膨張係数が近い硼珪酸ガラ
スを用いると好適である。硼珪酸ガラスは、硼酸（Ｂ２Ｏ３）と珪酸（ＳｉＯ２）を主成
分として含むガラスであり、熱膨張係数は３ｐｐｍ／℃程度である。
【００１７】
　基板本体２１の厚さは、例えば、６００～８００μｍ程度とすることができる。なお、
基板本体２１の熱膨張係数を半導体検査装置１０の検査対象物である半導体装置の熱膨張
係数と整合させる理由は、高温環境下や低温環境下で検査する場合でも、半導体検査装置
１０と検査対象物である半導体装置との位置ずれが生じ難くするためである。以下、基板
本体２１がシリコンである場合を例にして説明する。
【００１８】
　ビアホール２１ｘは、基板本体２１の面２１ａから面２１ｂに貫通する貫通孔である。
ビアホール２１ｘの配設ピッチは、適宜選択することが可能であるが、例えば４００～１
５００μｍ程度とすることができる。ビアホール２１ｘは、例えば平面視において（Ｚ方
向から視て、以下同様）円形であり、その直径は、例えば３００～１０００μｍ程度とす
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ることができる。
【００１９】
　絶縁層２２は、基板本体２１の面２１ａ及び２１ｂ並びにビアホール２１ｘの内側面を
含む基板本体２１の表面に形成されている。絶縁層２２は、基板本体２１とビア配線２３
及び配線パターン２４との間を絶縁するための膜である。絶縁層２２の材料としては、例
えば、二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド等を用いることができ
る。絶縁層２２の厚さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる。
【００２０】
　ビア配線２３は、ビアホール２１ｘの内側面上に絶縁層２２を介して形成されている。
ビア配線２３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。ビア配線２３
は、複数の層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）めっき等が施されていても良
い。ビア配線２３の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる。
【００２１】
　配線パターン２４は、基板本体２１の面２１ａ上に絶縁層２２を介して形成されている
。配線パターン２４は、ビア配線２３と電気的に接続されている。配線パターン２４は、
後述するテスト基板と電気的に接続される電極パッドとして機能する。配線パターン２４
の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線パターン２４は、複数
の層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）めっき等が施されていても良い。配線
パターン２４の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる。
【００２２】
　配線パターン２４上に、必要に応じて、更に絶縁層と配線パターンを必要な層数だけ積
層しても構わない。又、配線パターン２４上に、所定の開口部を有するオーバーコート層
を形成しても構わない。この場合には、配線パターン２４のオーバーコート層の開口部か
ら露出する部分が、後述するテスト基板と電気的に接続される電極パッドとして機能する
。
【００２３】
　ボール支持部２５は、ビアホール２１ｘの一方の側（基板本体の面２１ａ側）を封止す
るように設けられている。ビアホール２１ｘとボール支持部２５は凹部を形成しており、
凹部の深さは、例えば、５００～７００μｍ程度とすることができる。
【００２４】
　ボール支持部２５の厚さは、例えば１００μｍ程度とすることができる。ボール支持部
２５の材料としては、シリコン樹脂やゴム系樹脂等の弾性変形可能な樹脂を用いることが
できる。ゴム系樹脂の一例を挙げれば、ポリウレタンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブ
タジエンゴム、イソプレンゴム、クロロプレンゴム、イソブチレン・イソプレンゴム、ア
クリロニトリルブタジエンゴム、塩素化ブチルゴム、アクリルゴム、エピクロルヒドリン
ゴム等の樹脂である。
【００２５】
　ボール支持部２５は、導電性ボール２６が第２基板３０により基板本体２１の面２１ｂ
側から面２１ａ側に押されたときに、導電性ボール２６を支持する機能を有する。この際
、ボール支持部２５は、弾性変形することで第２基板３０から受ける力を吸収するため、
導電性ボール２６やポスト３６が損傷することを防止できる。
【００２６】
　導電性ボール２６は、ビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する凹部内に、可動
できる状態で複数個収容されている。導電性ボール２６は、凹部内が充填されるほど目一
杯に収容されているわけではなく、周囲に遊びがある状態で収容されている。これにより
、導電性ボール２６が第２基板３０により基板本体２１の面２１ｂ側から面２１ａ側に押
されたときに、各導電性ボール２６が可動し、各導電性ボール２６に大きな力が加わるこ
とを防げる。なお、各導電性ボール２６は、可動しても他の導電性ボール２６と接触し、
何れかの導電性ボール２６がビア配線２３と接触してビア配線２３と導通する。
【００２７】
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　このように、弾性変形可能なボール支持部２５を設けることと、導電性ボール２６の周
囲に遊びを設け各導電性ボール２６が可動できる状態で収容することにより、導電性ボー
ル２６が損傷することを防いでおり、繰り返し使用にも耐えることができる。但し、導電
性ボール２６の周囲に遊びを設け各導電性ボール２６が可動できる状態で収容することの
みでも、導電性ボール２６に加わる力を低減できるため、仕様によっては、ボール支持部
２５の材料として、シリコン樹脂やゴム系樹脂等の弾性変形可能な樹脂を用いず、エポキ
シ樹脂や金属層等を用いても構わない。この場合にも、ある程度の繰り返し使用に耐える
ことができる。
【００２８】
　導電性ボール２６としては、金（Ａｕ）ボール、銅（Ｃｕ）ボール、ニッケル（Ｎｉ）
ボール、樹脂コアのボール（Ｎｉ、Ｃｕ、はんだ等）、はんだボール等の導電性のボール
を用いることができる。なお、導電性ボール２６の表面に、抵抗変化が少ない金（Ａｕ）
めっき等を施すと好適である。導電性ボール２６の直径は、ビアホール２１ｘの直径及び
ビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する凹部の深さよりも小さく、例えば１０～
２００μｍ程度とすることができる。ビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する１
つの凹部内に収容される導電性ボール２６の数量は、その直径により異なるが、例えば数
個から数千個程度とすることができる。
【００２９】
　第２基板３０において、基板本体３１は、配線パターン３４等を形成する基体となる部
分である。基板本体３１の材料としては、基板本体２１と同様に、シリコン、ガラス、セ
ラミック、絶縁性樹脂（エポキシ系樹脂等）等を用いることができる。但し、基板本体２
１と同様の理由から、基板本体３１の材料としては、シリコンやシリコンと熱膨張係数が
近い硼珪酸ガラスを用いると好適である。
【００３０】
　基板本体３１の厚さは、例えば、２００～３００μｍ程度とすることができる。なお、
基板本体３１の熱膨張係数を半導体検査装置１０の検査対象物である半導体装置の熱膨張
係数と整合させる理由は、基板本体２１の場合と同様である。以下、基板本体３１がシリ
コンである場合を例にして説明する。
【００３１】
　ビアホール３１ｘは、基板本体３１の面３１ａから面３１ｂに貫通する貫通孔である。
ビアホール３１ｘは、平面視においてビアホール２１ｘに対応する位置に設けられている
。つまり、ビアホール３１ｘの配設ピッチは、ビアホール２１ｘの配設ピッチと同一であ
る。ビアホール２１ｘは、例えば平面視において円形であり、その直径は、例えば５０～
２００μｍ程度とすることができる。
【００３２】
　絶縁層３２は、基板本体３１の面３１ａ及び３１ｂ並びにビアホール３１ｘの内側面を
含む基板本体３１の表面に形成されている。絶縁層３２は、基板本体３１と貫通電極３３
、配線パターン３４、及びポスト３６との間を絶縁するための膜である。絶縁層３２の材
料としては、例えば、二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド等を用
いることができる。絶縁層３２の厚さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる。
【００３３】
　貫通電極３３は、ビアホール３１ｘを充填するように形成されている。貫通電極３３の
一方の面は基板本体３１の面３１ａに形成された絶縁層３２の上面と略面一であり、貫通
電極３３の他方の面は基板本体３１の面３１ｂに形成された絶縁層３２の上面と略面一で
ある。貫通電極３３の直径は、ビアホール３１ｘの直径（例えば５０～２００μｍ程度）
と略同一である。貫通電極３３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができ
る。
【００３４】
　配線パターン３４は、基板本体３１の面３１ｂ上に絶縁層３２を介して形成されている
。配線パターン３４は、貫通電極３３と電気的に接続されている。配線パターン３４は、
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貫通電極３３のピッチと突起バンプ３５のピッチとを変換するために設けられている。配
線パターン３４の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる。配線パターン３４の
材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線パターン３４は、複数の
層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）めっき等が施されていても良い。
【００３５】
　突起バンプ３５は、配線パターン３４上に形成されている。突起バンプ３５は例えば円
柱状であり、半導体検査装置１０の検査対象物である半導体装置の電極パッドと接触する
接触子（プローブ）としての機能を有する。そのため、突起バンプ３５は、検査対象物で
ある半導体装置の電極パッドに対応する位置に設けられている。例えば、検査対象物であ
る半導体装置の電極パッドがペリフェラル状に設けられていれば、突起バンプ３５もペリ
フェラル状に設けられ、検査対象物である半導体装置の電極パッドがエリアアレイ状に設
けられていれば、突起バンプ３５もエリアアレイ状に設けられる。なお、突起バンプ３５
は、例えば円錐状、円錐台形状、半球状、角柱状、角錐状等であっても構わない。
【００３６】
　突起バンプ３５のピッチは、半導体装置の電極パッドのピッチに対応し、例えば１０～
１００μｍ程度とすることができる。なお、突起バンプ３５は、配線パターン３４により
ピッチ変換されているため、貫通電極３３よりも狭ピッチとされている。突起バンプ３５
は、半導体装置の電極パッドと繰り返し接触する部分であるため、固くて変形や摩耗をし
づらい材料を用いると好適であり、例えばニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、
ロジウム（Ｒｈ）等を用いることができる。
【００３７】
　突起バンプ３５の配線パターン３４の上面からの突起量（高さ）は、例えば２０～５０
μｍ程度とすることができる。なお、配線パターン３４上に、突起バンプ３５を露出する
オーバーコート層を形成しても構わない。なお、突起バンプ３５は、本発明に係る導電性
の第２突起部の代表的な一例である。
【００３８】
　ポスト３６は、貫通電極３３の一方の面（基板本体３１の面３１ａ側の面）を含む部分
に形成されている。ポスト３６は例えば円柱状であり、その中心は貫通電極３３の中心と
略一致している。ポスト３６の直径は、貫通電極３３の直径（例えば５０～２００μｍ程
度）と同等以上であることが好ましく、例えば２００～９００μｍ程度とすることができ
る。ポスト３６の絶縁層３２の上面からの突起量（高さ）は、例えば１５０～２００μｍ
程度とすることができる。なお、ポスト３６は、例えば円錐状、円錐台形状、半球状、角
柱状、角錐状等であっても構わない。
【００３９】
　ポスト３６の一端（貫通電極３３と接していない側）は、ビアホール２１ｘとボール支
持部２５が形成する凹部内に入り込み、凹部内に収容された導電性ボール２６の何れかと
接触し導通している。ポスト３６は、導電性ボール２６をビアホール２１ｘに閉じこめる
機能を有する。又、ポスト３６は、突起バンプ３５を、配線パターン３４及び貫通電極３
３を介して、第１基板２０のビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する凹部内に収
容された導電性ボール２６と電気的に接続する機能を有する。ポスト３６の材料としては
、例えばニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を用いることができる。なお、ポ
スト３６は、本発明に係る導電性の第１突起部の代表的な一例である。
【００４０】
　接合部４０は、第１基板２０の基板本体２１の面２１ｂに形成された絶縁層２２と、第
２基板３０の基板本体３１の面３１ａに形成された絶縁層３２とを接合している。接合部
４０の厚さは、例えば１００μｍ程度とすることができる。接合部４０の材料としては、
シリコン樹脂やゴム系樹脂等の弾性変形可能な樹脂を用いることができる。ゴム系樹脂の
一例を挙げれば、ポリウレタンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、イソプ
レンゴム、クロロプレンゴム、イソブチレン・イソプレンゴム、アクリロニトリルブタジ
エンゴム、塩素化ブチルゴム、アクリルゴム、エピクロルヒドリンゴム等の樹脂である。
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【００４１】
　接合部４０が弾性変形可能であるため、第２基板３０は、第１基板２０に対して完全に
は固定されてなく、全ての突起バンプ３５が検査対象物である半導体装置の全ての電極パ
ッドと接触するように微動する。例えば、検査対象物である半導体装置が第１基板２０に
対して傾いていれば、弾性変形可能な接合部４０が弾性変形し、第２基板３０は、検査対
象物である半導体装置と略平行になるように自動調整される。なお、微動する範囲は、例
えばＸＹＺ方向それぞれに、数μｍ～数十μｍ程度とすることができる。
【００４２】
　なお、第２基板３０及び接合部４０は、第１基板２０から剥離することができる。その
ため、例えば、接触子（プローブ）として機能する突起バンプ３５の寿命等により第２基
板３０の交換が必要になった場合に、第１基板２０を再利用し、第２基板３０のみを新品
と交換できる。
【００４３】
　次に、半導体検査装置１０を用いて、半導体装置を検査する方法について説明する。図
２は、第１の実施の形態に係る半導体検査装置を検査対象物である半導体装置に接触させ
た状態を例示する図である。図２において、１００は、テスト基板であり、２００は、検
査対象物である半導体装置である。
【００４４】
　テスト基板１００は、基板本体１１０に、配線パターン１２０、ビア配線１３０、オー
バーコート層１４０、接続端子１５０等が設けられたものであり、接続端子１５０を介し
て、半導体検査装置１０の配線パターン２４と電気的に接続されている。テスト基板１０
０は、半導体検査システム（図示せず）と電気的に接続されており、テスト基板１００を
介して半導体検査装置１０に検査用の電気信号が入出力される。なお、図２の例では、第
１基板２０とテスト基板１００とを接続する接続端子１５０が基板本体１１０側に設けら
れているが、接続端子１５０は第１基板２０側（配線パターン２４上）に設けられていて
も良い。
【００４５】
　半導体装置２００は、半導体基板２１０に電極パッド２２０等が設けられたものである
。半導体基板２１０は、例えばシリコン（Ｓｉ）等からなる基板に半導体集積回路（図示
せず）が形成されたものである。電極パッド２２０は、半導体基板２１０の一方の側にペ
リフェラル状やエリアアレイ状に形成されており、半導体集積回路（図示せず）と電気的
に接続されている。
【００４６】
　半導体装置２００の検査時には、半導体装置２００は半導体検査装置１０との位置合わ
せが可能な載置台（図示せず）に載置され、半導体検査装置１０の各突起バンプ３５と半
導体装置２００の各電極パッド２２０とが位置合わせされる。半導体検査装置１０は、Ｚ
方向に可動できるように構成されており、半導体検査装置１０がＺ方向（半導体装置２０
０の方向）に可動することにより、接触子（プローブ）としての機能を有する半導体検査
装置１０の各突起バンプ３５は、半導体装置２００の各電極パッド２２０に所定の力で押
圧され、各突起バンプ３５の上面（配線パターン３４と反対側の面）が、各電極パッド２
２０の上面（半導体基板２１０と反対側の面）と接触する。
【００４７】
　半導体検査装置１０は、弾性変形可能な接合部４０の柔軟性により、各突起バンプ３５
を各電極パッド２２０に接触させることができる。又、各突起バンプ３５と各電極パッド
２２０との間で針圧が発生するが、弾性変形可能な接合部４０の柔軟性により、極めて低
針圧となるため、半導体装置２００に損傷を与え難い構造となっている。
【００４８】
　各突起バンプ３５と各電極パッド２２０とが接触することにより、半導体装置２００の
電極パッド２２０は、突起バンプ３５、配線パターン３４、貫通電極３３、ポスト３６、
ポスト３６と接触する導電性ボール２６、導電性ボール２６と側面で導通するビア配線２
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３、配線パターン２４を介して、テスト基板１００と電気的に接続される。その結果、半
導体検査システム（図示せず）は、半導体装置２００の各回路間の導通の良否を判別する
プロービング検査、高温中において熱的又は電気的ストレスを回路に付与して不良を加速
選別するバーンイン検査、及び最終的に高周波で検査を行う最終検査等の電気的特性の検
査を行うことができる。
【００４９】
　なお、前述のように、半導体検査装置１０の第２基板３０は、第１基板２０に対して完
全には固定されてなく、全ての突起バンプ３５が検査対象物である半導体装置２００の全
ての電極パッド２２０と接触するように微動する。例えば、図３に示すように、検査対象
物である半導体装置２００が第１基板２０に対して傾いていれば、弾性変形可能な接合部
４０が弾性変形し、第２基板３０は、半導体装置２００と略平行になるように自動調整さ
れる。
【００５０】
　このように、半導体検査装置１０は、テスト基板１００と検査対象物である半導体装置
２００との間に配置され、テスト基板１００と半導体装置２００とを一時的に電気的に接
続し、半導体装置２００を検査するための電気信号を入出力する。この際、半導体検査装
置１０の各突起バンプ３５の上面は、半導体装置２００の各電極パッド２２０の上面と精
度良く接触できる。又、半導体検査装置１０の弾性変形可能なボール支持部２５及び弾性
変形可能な接合部４０の働きにより、半導体装置２００に損傷を与えることを防止できる
。
【００５１】
　［第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造方法について説明する。図４～図
６は、第１の実施の形態に係る半導体検査装置の製造工程を例示する図である。なお、図
４Ａ～図４Ｅは第１基板２０の製造工程の一部を例示する図、図５Ａ～図５Ｄは第２基板
３０の製造工程を例示する図、図６Ａ～図６Ｃは第１基板２０の製造工程の残部と、第１
基板２０と第２基板３０とを接合部４０を介して接合する工程を例示する図である。
【００５２】
　始めに、図４Ａに示す工程では、基板本体２１を準備し、基板本体２１の面２１ａにス
ルーホール２１ｘに対応する開口部８０ｘを有するレジスト層８０を形成する。基板本体
２１は、例えば６インチ（約１５０ｍｍ）、８インチ（約２００ｍｍ）、１２インチ（約
３００ｍｍ）等のシリコンウェハを、所定の大きさに個片化したものである。シリコンウ
ェハの厚さは、例えば０．６２５ｍｍ（６インチの場合）、０．７２５ｍｍ（８インチの
場合）、０．７７５ｍｍ（１２インチの場合）等であるが、バックサイドグラインダー等
で適宜薄型化することができる。なお、本実施の形態では、最初に基板本体２１を個片化
する工程を例示するが、最初にシリコンウェハの状態で後述する各工程を実施し、最後に
個片化しても構わない。
【００５３】
　レジスト層８０を形成するには、基板本体２１の面２１ａに、例えばアクリル系樹脂や
エポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組成物からなる液状又はペースト状の
レジストを塗布する。或いは、基板本体２１の面２１ａに、例えばアクリル系樹脂やエポ
キシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組成物からなるフィルム状のレジストをラ
ミネートする。そして、塗布又はラミネートしたレジストを露光及び現像することで開口
部８０ｘを形成する。これにより、開口部８０ｘを有するレジスト層８０が形成される。
なお、予め開口部８０ｘを形成したフィルム状のレジストを基板本体２１の面２１ａにラ
ミネートしても構わない。
【００５４】
　次いで、図４Ｂに示す工程では、図４Ａに示すレジスト層８０をマスクとして基板本体
２１をエッチングすることにより、基板本体２１の面２１ａから面２１ｂに貫通する貫通
孔であるビアホール２１ｘを形成する。ビアホール２１ｘは、例えばＳＦ６（六フッ化硫
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黄）を用いた反応性イオンエッチング（DRIE：Deep　Reactive　Ion　Etching）等の異方
性エッチング法により形成することができる。ビアホール２１ｘの配設ピッチは、開口部
８０ｘの配設ピッチに対応し、例えば４００～１５００μｍ程度とすることができる。ビ
アホール２１ｘは、例えば平面視において円形であり、その直径は、例えば３００～１０
００μｍ程度とすることができる。
【００５５】
　次いで、図４Ｃに示す工程では、図４Ｂに示すレジスト層８０を除去した後、基板本体
２１の面２１ａ及び２１ｂ並びにビアホール２１ｘの内側面を含む基板本体２１の表面に
、絶縁層２２を形成する。絶縁層２２としては、熱酸化膜（ＳｉＯ２）を用いることがで
きる。絶縁層２２は、基板本体２１の表面近傍の温度を例えば１０００℃以上とするウェ
ット熱酸化法により熱酸化することで形成できる。絶縁層２２の厚さは、例えば１～２μ
ｍ程度とすることができる。なお、絶縁層２２として、ＣＶＤ法等により、例えば二酸化
珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）等の膜を形成しても構わない。
【００５６】
　次いで、図４Ｄに示す工程では、ビアホール２１ｘの内側面の絶縁層２２上にビア配線
２３を形成する。ビア配線２３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができ
る。ビア配線２３は、例えばスパッタ法、無電解めっき法、電解めっき法等により形成で
きる。なお、ビア配線２３は、複数の層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）め
っき等が施されていても良い。
【００５７】
　次いで、図４Ｅに示す工程では、基板本体２１の面２１ａに形成された絶縁層２２上に
、ビア配線２３と電気的に接続される配線パターン２４を形成する。配線パターン２４は
、例えばセミアディティブ法、サブトラクティブ法、リフトオフ法等により形成できる。
配線パターン２４の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる。配線パターン２４
の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線パターン２４は、複数
の層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）めっき等が施されていても良い。
【００５８】
　次いで、図５Ａに示す工程では、図４Ａ～図４Ｃと同様な工程により、ビアホール３１
ｘを有する基板本体３１を作製し、基板本体３１の面３１ａ及び３１ｂ並びにビアホール
３１ｘの内側面を含む基板本体３１の表面に絶縁層３２を形成した後、ビアホール３１ｘ
内に貫通電極３３を充填する。貫通電極３３の直径は、ビアホール３１ｘの直径（例えば
５０～２００μｍ程度）と略同一である。貫通電極３３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ
）等を用いることができる。
【００５９】
　貫通電極３３は、例えば無電解めっき法や電解めっき法等により形成できる。貫通電極
３３は、例えばビアホール３１ｘ内に、銅（Ｃｕ）ペースト等を充填して形成しても構わ
ない。なお、貫通電極３３の材料は銅（Ｃｕ）には限定されず、金（Ａｕ）やニッケル（
Ｎｉ）等の導電性材料を適宜選択することができる。必要に応じ、ＣＭＰ（Chemical　Me
chanical　Polishing）等により平坦化を行っても構わない。平坦化により、貫通電極３
３の一方の面は基板本体３１の面３１ａに形成された絶縁層３２の上面と略面一に、貫通
電極３３の他方の面は基板本体３１の面３１ｂに形成された絶縁層３２の上面と略面一に
できる。
【００６０】
　次いで、図５Ｂに示す工程では、基板本体３１の面３１ｂに形成された絶縁層３２上に
、貫通電極３３と電気的に接続される配線パターン３４を形成する。配線パターン３４は
、例えばセミアディティブ法、サブトラクティブ法、リフトオフ法等により形成できる。
配線パターン３４の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる。配線パターン３４
の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線パターン３４は、複数
の層から構成されていても良く、表面に金（Ａｕ）めっき等が施されていても良い。
【００６１】
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　次いで、図５Ｃに示す工程では、配線パターン３４上に、配線パターン３４と電気的に
接続される突起バンプ３５を形成する。突起バンプ３５は、例えば無電解めっき法や電解
めっき法等により形成できる。突起バンプ３５は例えば円柱状であり、検査対象物である
半導体装置の電極パッドに対応する位置に設けられる。例えば、検査対象物である半導体
装置の電極パッドがペリフェラル状に設けられていれば、突起バンプ３５もペリフェラル
状に設けられ、検査対象物である半導体装置の電極パッドがエリアアレイ状に設けられて
いれば、突起バンプ３５もエリアアレイ状に設けられる。なお、突起バンプ３５は、例え
ば円錐状、円錐台形状、半球状、角柱状、角錐状等であっても構わない。
【００６２】
　突起バンプ３５のピッチは、半導体装置の電極パッドのピッチに対応し、例えば１０～
１００μｍ程度とすることができる。突起バンプ３５は、半導体装置の電極パッドと繰り
返し接触する部分であるため、固くて変形や摩耗をしづらい材料を用いると好適であり、
例えばニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、ロジウム（Ｒｈ）等を用いることが
できる。突起バンプ３５の配線パターン３４の上面からの突起量（高さ）は、例えば２０
～５０μｍ程度とすることができる。
【００６３】
　次いで、図５Ｄに示す工程では、貫通電極３３の一方の面（基板本体３１の面３１ａ側
の面）を含む部分に、ポスト３６を形成する。ポスト３６は、例えば無電解めっき法や電
解めっき法等により形成できる。ポスト３６は例えば円柱状であり、その中心が貫通電極
３３の中心と略一致するように形成する。ポスト３６の直径は、貫通電極３３の直径（例
えば５０～２００μｍ程度）と同等以上であることが好ましく、例えば２００～９００μ
ｍ程度とすることができる。
【００６４】
　ポスト３６の絶縁層３２の上面からの突起量（高さ）は、例えば１５０～２００μｍ程
度とすることができる。なお、ポスト３６は、例えば円錐状、円錐台形状、半球状、角柱
状、角錐状等であっても構わない。ポスト３６の材料としては、例えばニッケル（Ｎｉ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を用いることができる。
【００６５】
　なお、図５Ｄに示す工程の後に、基板本体３１の面３１ａ上に、ポスト３６を露出する
開口部を有するオーバーコート層を形成しても構わない。又、基板本体３１の面３１ｂ上
に、突起バンプ３５を露出する開口部を有するオーバーコート層を形成しても構わない。
【００６６】
　次いで、図６Ａに示す工程では、ビアホール２１ｘの一方の側（基板本体の面２１ａ側
）を、ボール支持部２５により封止する。ボール支持部２５の厚さは、例えば１００μｍ
程度とすることができる。ボール支持部２５の材料としては、シリコン樹脂やゴム系樹脂
等の弾性変形可能な樹脂を用いることができる。ゴム系樹脂の例は、前述の通りである。
【００６７】
　次いで、図６Ｂに示す工程では、図６Ａに示す構造体を上下反転し、導電性ボール２６
を、ビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する凹部内に、可動できる状態で複数個
収容する。導電性ボール２６としては、金（Ａｕ）ボール、銅（Ｃｕ）ボール、ニッケル
（Ｎｉ）ボール、樹脂コアのボール（Ｎｉ、Ｃｕ、はんだ等）、はんだボール等の導電性
のボールを用いることができる。なお、導電性ボール２６の表面に、抵抗変化が少ない金
（Ａｕ）めっき等を施すと好適である。
【００６８】
　導電性ボール２６の直径は、ビアホール２１ｘの直径及びビアホール２１ｘとボール支
持部２５が形成する凹部の深さよりも小さく、例えば１０～２００μｍ程度とすることが
できる。ビアホール２１ｘとボール支持部２５が形成する１つの凹部内に収容される導電
性ボール２６の数量は、その直径により異なるが、例えば数個から数千個程度とすること
ができる。
【００６９】
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　次いで、図６Ｃに示す工程では、第１基板２０と第２基板３０とを、接合部４０を介し
て接合する。具体的には、第１基板２０の基板本体２１の面２１ｂに形成された絶縁層２
２と、第２基板３０の基板本体３１の面３１ａに形成された絶縁層３２とを接合部４０を
介して接合する。接合部４０の厚さは、例えば１００μｍ程度とすることができる。接合
部４０の材料としては、シリコン樹脂やゴム系樹脂等の弾性変形可能な樹脂を用いること
ができる。従って、第２基板３０は、第１基板２０に対して完全には固定されてなく、微
動することができる。なお、接合部４０は、第２基板３０の外縁部近傍に連続的に形成し
ても良いが、第２基板３０の外縁部近傍の複数箇所に所定の間隔で点在するように形成す
れば十分である。
【００７０】
　以上のように、第１の実施の形態に係る半導体検査装置によれば、支持基板となる第１
基板、及び接触子（プローブ）として機能する突起バンプが形成された第２基板をシリコ
ン等の狭ピッチ化が可能な材料により作製し、作製した第１基板と第２基板とを弾性変形
可能な樹脂を用いて接合する。その結果、接触子（プローブ）として機能する突起バンプ
をエリアアレイ状に狭ピッチで形成することが可能となり、電極パッドがペリフェラル状
に設けられている半導体装置のみならず、エリアアレイ状に設けられている半導体装置に
も対応できる。
【００７１】
　又、弾性変形可能な樹脂の機能により、第２基板が第１基板に対して微動するので、例
えば検査対象物である半導体装置が第１基板に対して傾いていれば、接合部が弾性変形し
、第２基板は半導体装置と略平行になるように自動調整される。その結果、接触子（プロ
ーブ）として機能する突起バンプが半導体装置の電極パッドに精度良く接触できる。又、
弾性変形可能な樹脂や導電性ボールの周囲に遊びを設けているため、各要所で加わる力を
低減でき、半導体装置に損傷を与えることを防止できる。
【００７２】
　又、第１基板と第２基板とは、内側面にビア配線が形成された凹部内で可動する導電性
ボールを介して電気的に接続されるため、第２基板が第１基板に対して傾いた場合にも、
導電性ボールが可動して常に導電性ボールとビア配線とが接触し、安定した導通を確保で
きる。
【００７３】
　〈第１の実施の形態の変形例〉
　第１の実施の形態では、第２基板３０において配線パターン３４によりピッチ変換し、
貫通電極３３及びポスト３６を突起バンプ３５よりも広いピッチとしていた。第１の実施
の形態の変形例では、第２基板３０において配線パターン３４を設けず、ピッチ変換を行
わない例を示す。なお、第１の実施の形態の変形例において、第１の実施の形態と同一構
成部分の説明は省略する場合がある。
【００７４】
　図７は、第１の実施の形態の変形例に係る半導体検査装置を例示する断面図である。図
７を参照するに、第１の実施の形態の変形例に係る半導体検査装置１０Ａでは、半導体検
査装置１０の配線パターン３４に対応する構成要素は設けられてなく、ピッチ変換は行わ
れていない。つまり、半導体検査装置１０Ａでは、突起バンプ３５は、貫通電極３３の面
３１ｂ側の露出部に直接形成されている。
【００７５】
　言い換えれば、半導体検査装置１０（図１参照）では、第２基板３０において配線パタ
ーン３４によりピッチ変換し、貫通電極３３及びポスト３６は突起バンプ３５よりも広い
ピッチとされていた。そのため、第１基板２０において、ビアホール２１ｘのピッチも貫
通電極３３及びポスト３６のピッチに対応し、突起バンプ３５よりも広いピッチとされて
いた。半導体検査装置１０Ａ（図７参照）では、第２基板３０においてピッチ変換が行わ
れていないため、第２基板３０の突起バンプ３５、貫通電極３３、及びポスト３６、並び
に第１基板２０のビアホール２１ｘは、全て同一ピッチとされている。
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【００７６】
　このように、必ずしも第２基板３０においてピッチ変換し、貫通電極３３及びポスト３
６を突起バンプ３５よりも広いピッチとする必要はない。製造上困難である等の特段の理
由がなければ、ピッチ変換のための配線パターンを形成する工程が削除できるため、製造
コストの低減にも寄与できる。
【００７７】
　以上のように、第１の実施の形態の変形例に係る半導体検査装置によれば、第１の実施
の形態に係る半導体検査装置と同様の効果を奏するが、更に、以下の効果を奏する。すな
わち、第２基板においてピッチ変換を行うための配線パターンを形成する工程が削除可能
となるため、製造コストを低減できる。
【００７８】
　〈第２の実施の形態〉
　第１の実施の形態では、ビアホール２１ｘの一方の側をボール支持部２５により封止し
て凹部を形成し導電性ボール２６を収容した。第２の実施の形態では、基板本体に直接凹
部を形成し、凹部内にボール支持部２５及び導電性ボール２６を収容する例を示す。なお
、第２の実施の形態において、第１の実施の形態と同一構成部分の説明は省略する場合が
ある。
【００７９】
　図８は、第２の実施の形態に係る半導体検査装置を例示する断面図である。図８を参照
するに、第２の実施の形態に係る半導体検査装置１０Ｂでは、第１基板２０が第１基板５
０に置換されている点が半導体検査装置１０（図１参照）と相違している。
【００８０】
　第１基板５０は、基板本体５１と、凹部５１ｘと、ビアホール５１ｙと、絶縁層５２と
、ビア配線５３と、配線パターン５４と、ボール支持部５５と、導電性ボール５６と、貫
通電極５７と、配線パターン５８とを有する。基板本体５１は、配線パターン５４等を形
成する基体となる部分である。基板本体５１の材料や厚さ、機能等は、基板本体２１と同
様とすることができるため、その説明は省略する。以下、基板本体５１がシリコンである
場合を例にして説明する。
【００８１】
　凹部５１ｘは、基板本体５１の面５１ｂ側に開口するように設けられている。凹部５１
ｘの配設ピッチは、適宜選択することが可能であるが、例えば４００～１５００μｍ程度
とすることができる。凹部５１ｘは、例えば平面視において円形であり、その直径は、例
えば３００～１０００μｍ程度とすることができる。
【００８２】
　ビアホール５１ｙは、基板本体５１の面５１ａから面５１ｂに貫通する貫通孔である。
ビアホール５１ｙの配設ピッチは、適宜選択することが可能であるが、例えば６００～１
５００μｍ程度とすることができる。ビアホール５１ｙは、例えば平面視において円形で
あり、その直径は、例えば３００～１０００μｍ程度とすることができる。
【００８３】
　凹部５１ｘ及びビアホール５１ｙは、第１の実施の形態の図４Ａ及び図４Ｂに示す工程
と同様に、例えばＳＦ６（六フッ化硫黄）を用いた反応性イオンエッチング（DRIE：Deep
　Reactive　Ion　Etching）等の異方性エッチング法により形成することができる。
【００８４】
　絶縁層５２は、基板本体５１の面５１ａ及び５１ｂ、凹部５１ｘの内側面及び内底面、
並びにビアホール２１ｘの内側面を含む基板本体５１の表面に形成されている。絶縁層５
２は、基板本体５１とビア配線５３及び貫通電極５７、並びに配線パターン５４及び５８
との間を絶縁するための膜である。絶縁層５２の材料や厚さ、機能等は、絶縁層２２と同
様とすることができるため、その説明は省略する。
【００８５】
　ビア配線５３は、凹部５１ｘの内側面上に絶縁層５２を介して形成されている。ビア配
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線５３の材料や厚さ、機能等は、ビア配線２３と同様とすることができるため、その説明
は省略する。配線パターン５４は、基板本体５１の面５１ａ上に絶縁層５２を介して形成
されている。配線パターン５４の材料や厚さ、機能等は、配線パターン２４と同様とする
ことができるため、その説明は省略する。
【００８６】
　ボール支持部５５は、凹部５１ｘの内底面上に設けられている。ボール支持部５５の材
料や厚さ、機能等は、ボール支持部２５と同様とすることができるため、その説明は省略
する。但し、導電性ボール５６の周囲に遊びを設け各導電性ボール５６が可動できる状態
で収容することにより、導電性ボール５６に加わる力を低減できるため、仕様によっては
、ボール支持部５５を設けず、導電性ボール５６が凹部５１ｘの内底面に直接接する構造
にしても、ある程度の繰り返し使用に耐えることができる。
【００８７】
　導電性ボール５６は、凹部５１ｘ内に収容されている。導電性ボール５６の材料や厚さ
、機能等は、導電性ボール２６と同様とすることができるため、その説明は省略する。
【００８８】
　貫通電極５７は、ビアホール５１ｙを充填するように形成されている。貫通電極５７は
、配線パターン５４及び５８を電気的に接続している。貫通電極５７の一方の面は基板本
体５１の面５１ａに形成された絶縁層５２の上面と略面一であり、貫通電極５７の他方の
面は基板本体５１の面５１ｂに形成された絶縁層５２の上面と略面一である。貫通電極５
７の直径は、ビアホール５１ｙの直径（例えば３００～１０００μｍ程度と）と略同一で
ある。貫通電極５７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００８９】
　配線パターン５８は、基板本体５１の面５１ｂ上に絶縁層５２を介して形成されている
。配線パターン５８は、ビア配線５３と貫通電極５７とを電気的に接続している。配線パ
ターン５８の材料や厚さは、配線パターン５４と同様とすることができるため、その説明
は省略する。配線パターン５８上に、所定の開口部を有するオーバーコート層を形成して
も構わない。
【００９０】
　このように、半導体検査装置において、ボール支持部及び導電性ボールを、基板本体に
直接形成した凹部内に収容しても構わない。
【００９１】
　以上のように、第２の実施の形態に係る半導体検査装置によれば、第１の実施の形態に
係る半導体検査装置と同様の効果を奏する。
【００９２】
　以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及
びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱すること
なく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【００９３】
　例えば、第２の実施の形態において、第１の実施形態の変形例と同様の変形を加えても
構わない。
【符号の説明】
【００９４】
　１０、１０Ａ、１０Ｂ　半導体検査装置
　２０、５０　第１基板
　２１、３１、１１０　基板本体
　２１ａ、２１ｂ、３１ａ、３１ｂ、５１ａ、５１ｂ　面
　２１ｘ、３１ｘ、５１ｙ　ビアホール
　２２、３２、５２　絶縁層
　２３、５３、１３０　ビア配線
　２４、３４、５４、５８、１２０　配線パターン
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　２５、５５　ボール支持部
　２６、５６　導電性ボール
　３０　第２基板
　３３、５７　貫通電極
　３５　突起バンプ
　３６　ポスト
　４０　接合部
　５１ｘ　凹部
　８０　レジスト層
　８０ｘ　開口部
　１００　テスト基板
　１４０　はんだ
　２００　半導体装置
　２１０　半導体基板
　２２０　電極パッド

【図１】 【図２】
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